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Mitsubishi Electric utvikler ny teknologi for & lage liten, hgyeffektiv GaN-
effektforsterkermodul for 5G-basestasjoner
Kombinerer 6 mm x 10 mm stgrrelse og verdensledende strameffektivitet pa 43 %

TOKYO, 14. juli 2020 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet
en ny teknologi for & lage en effektforsterkermodul med galliumnitrid (GaN) for 5G-basestasjoner som

kombinerer kompakt starrelse (6 mm x 10 mm) og ekstra hgy strameffektivitet!, der sistnevnte oversteg en

enestaende grad pa 43 %2. Modulen, som bruker et minimum antall chip-komponenter i den matchende kretsen
for & kontrollere hgy kvalitet pd utgangssignalet, forventes a bidra til & realisere 5G-basestasjoner som kan
plasseres pa mange steder, og som er svart strameffektive. Tekniske detaljer om den nye modulen vil bli

presentert pa IEEE International Microwave Symposium i august.

%i henhold til Mitsubishi Electrics forskning, oppdatert tirsdag 14. juli 2020
2 \ed bruk av 5 G-frekvensomradet pa 3,4-3,8 GHz

Antenne Massiv MIMO-antenne

Matchende krets som bruker 1 Nyutviklet matchende krets
overfgringsledning av metallfolie som bruker et lite antall
overflatemonteringsenheter

78mm 10mm
Konvensjonell GaN-effektforsterker Ny GaN-effektforsterkermodul
for 4G-basestasjoner for 5G-basestasjoner
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Viktige funksjoner
1) Teknologi for montering med hgy tetthet for a lage kompakt (6 mm x 10 mm) effektforsterkermodul

for 5 G-basestasjoner som kan plasseres pa flere steder

— | 4G-basestasjoner, som ikke bruker mMIMO-antenner (massive Multiple-Input and Multiple-Output),
bruker effektforsterkere overfgringsledninger av metallfolie for den matchende kretsen. Selv om dette
reduserer effekttapet, noe som farer til hgyeffektiv drift, krever overfaringsledningen mye plass og
gjer det vanskelig a realisere basestasjoner som er bade ekstra sma og ekstra strameffektive. Mitsubishi
Electrics nye teknologi eliminerer behovet for overfaringsledninger i 5G-effektforsterkere.

— Den nye forsterkermodulens matchende krets er integrert med overflatemonteringsenheter (SMD-er),
for eksempel kondensatorer og induktorer. Ved a innfare en svaert ngyaktig analysemetode for
elektromagnetiske felter og bruk av unik teknologi for den tette plasseringen av SMD-er kunne
Mitsubishi Electric krympe forsterkeren til bare én niendedel av starrelsen til konvensjonelle
forsterkere.®
3 Mitsubishi Electrics 4G-effektforsterkere som ble lansert 12. januar 2017

2) Merdens hgyeste strameffektivitet reduserer 5G-basestasjonens stramforbruk

- Hayeffektive GaN-transistorer bidrar til & gke effektiviteten til effektforsterkeren.

- Bruk av SMD-er for den matchende kretsen kan redusere starrelsen pa forsterkeren, men det kan ogsa
redusere strameffektiviteten fordi SMD-er har hgyt effekttap. Mitsubishi Electrics nye teknologi lager
imidlertid en matchende krets ved hjelp av et lite antall SMD-er. | tillegg har SMD-ene de samme
elektriske egenskapene som overferingsledningene av  metallfolie. Den resulterende
effektforsterkermodulen oppnar en verdensledende effektivitetsgrad pad mer enn 43 % i bandene pa

3,4-3,8 GHz som brukes til 5G-kommunikasjon.

Spesifikasjoner

Starrelse Beerekonfigurasjon Utgangseffekt Effektivitet ACLR*
Konvensjonell |, 76 mm? 20MHz 34~35 dBm 39~43 % 50 dBc
modell
20MHz 38~39 dBm 43~48% -50 dBc
Ny modell 6 x 10mm?
200 MHz 37.5dBm 43,9% -50 dBc

4 ACLR: Adjacent Channel Leakage Ratio (Lekkasjeforhold for tilstatende kanal). Egenskaper oppnadd ved bruk av DFE-
lineariseringslasning (Digital Front End) utviklet av Nanosemi, Inc. (USA)

Bakgrunn
5G-basestasjoner, som bruker mMIMO-antenner til & danne flere radiofrekvensstraler for samtidig tilkobling

til andre basestasjoner og storbrukere, koordinerer radiofrekvenskomponentdrift pA mMIMO-antennepanelet.
Ettersom komponentene er plassert tett pa panelet, méa de vaere sveert sma. Effektforsterkeren, som bruker mest

energi i antennen, ma ogsa vere sveert effektiv for & unnga problemer med varmeavledning.
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FoU-anleqg involvert

Information Technology R&D Center, Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc.

Om Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL)
Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL) er det nordamerikanske datterselskapet til Mitsubishi

Electric Corporations interne forsknings- og utviklingsorganisasjon. MERL gjennomfarer bruksmotivert
grunnleggende forskning og avansert utvikling innen optimalisering, styring og signalbehandling. Hvis du vil

ha mer informasjon, kan du ga til: www.merl.com

HitH

Om Mitsubishi Electric Corporation
Med nesten 100 ars erfaring i a levere palitelige produkter av hgy kvalitet er Mitsubishi Electric Corporation
(TOKYO: 6503) en anerkjent markedsleder innen produksjon, markedsfering og salg av elektrisk og
elektronisk utstyr som brukes innen informasjonsbehandling og kommunikasjon, romfart og
satellittkommunikasjon, forbrukerelektronikk, industriteknologi, energi, transport og anleggsutstyr. Mitsubishi
Electric beriker samfunnet med teknologi i samsvar med selskapets slagord, «Changes for the Better»
(Endringer til det bedre), og dets miljgslagord, «Eco Changes» (@ko-endringer). Selskapet registrerte en
inntekt pa 4 462,5 milliarder yen (USD 40,9 milliarder*) i regnskapsaret som endte 31. mars 2020. Hvis du
vil ha mer informasjon, kan du ga til www.MitsubishiElectric.com
Belgp i USD er konvertert fra yen ved kursen 109 = USD 1, den omtrentlige kursen pa Tokyo Foreign
Exchange Market den 31. mars 2020
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